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１．概要（Summary） 

半導体プロセスの配線工程において生じた層間絶縁

膜の段差に対して Resist Etch Back法を用いた平坦化

を検討する 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ドライエッチング装置、プラズマ CVD装置 

【実験方法】 

 配線がパターニングされたWaferにプラズマCVD装

置によって P-TEOS 膜の成膜を行う。次に社内装置にて

ResistをWafer全面に塗布する。続いて、ドライエッチン

グ装置にてResist及び P-TEOS膜のEtch Backを行う。

最後に Resist Removeを行う。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1に平坦化前、Fig. 2に平坦化後の SEM像を

それぞれ示す。また Fig. 2については Resist Remove

後のサンプルである。 

今回、以前より知られているResist Etch Backを用い

て平坦化を行った結果、0.5μmの平坦化を実現した。 

また、今回検討を行って得られた知見として、Resist 

Etch Back を行う際は、配線のエッチング段差を考慮し

て十分な Resist 膜厚を設定することが必要である。

Resist 膜厚が薄すぎると Resist が段差によりラウンドし

てしまい、計算上よりも薄く成膜されてしまう。このため

Etching 時の Resist 厚みが局所的に不足するため、必

要以上に層間絶縁膜が減膜するからである。以上から

Resist 膜厚は十分な厚みで設定し、一定膜厚となるよう

にすることが重要である。 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Sample before planarization. 

 

Fig. 2 Sample after planarization. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 特になし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 
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